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4. まとめ 

 本研究では、GaAs 基板上に GaAs1-xBix/GaAs-MQW 構造を MBE 法により製作した。MQW 構造を製作

する時の基板温度は350℃から400℃の範囲と低温成長でありながらRHEED観測でストリークパターン

が見られた。製作した試料の HR-XRD パターンには明瞭なサテライトピークが観察でき、GaAs1-xBix混

晶を含む量子井戸構造が製作できていることを確認した。井戸層厚が小さくなるにつれてPLのピークエネ

ルギーがブルーシフトした。これは量子サイズ効果によるものといえる。700℃以下のアニールに対して

GaAs1-xBix/GaAs-MQW 構造の XRD パターンに変化はなかった。同様のアニールに対して MQW 構造からの

PL のピークエネルギーも変化せず、MQW 構造は熱的に安定であった。 

 

以上、新規な電子材料である GaAsBi を用いて、多重量子井戸構造を実現した。今後、この構造をレ

ーザ素子に応用する予定である。 
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